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Esta invencién se relaciona con un procedimienta
para la deposicién selectiva de un area de la superficie e
un sustreto, empleando un elemento dieléctrico que enmaso.ra
por contacto & un 4nodo.

En el transcurso de los sfios, se han desarrollatlo
muchos sistemas y métodos para la deposicién de diseflos moté~
licos sobre metal u otros sustratos. Algunas técnicas in:lu-
yen el enmagscarado del sustrato pera producir el disefio d:sea-
do o confinar a1 electrolito de electrodeposicién en porcio-
nes separadas del sustrato. Is eliminacién de este enmasa-
rado o confinamiento particular contribuiria grandemente 1l
gvance de la téenica ya que dicho enmgscarsdo aumenta la som=-
plejidad y costo del procedimiento en cuestién. La elimiige
e¢ién del enmascaramiento es especialmente degeable en la pro-
duceién de circuitos integrados en donde la deposicién selec~
tive o por zonas es esencigl al objeto de eliminar el desper-
dicio de metales preciosos, tal como oro.

En la produceién de circuitos integrados, por ejmm-
plo, los conductores de oeda una de las porciones del cizcui-
t0 integrado son unidos individualmente e disefios conductivos
de oro formados sobre sustretos cerémicos aislantes. Cor el
fin de conectar estos disefios a otros circuitos, se conectan
conductores a estos disefios, formandose con frecuencia a par-
tir de un bastidor 6 estructura conductora estampada a pixrtir

de ung lémina de metal conductor tal como niquel, cobre ¢ si-
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milares. ILa estructura o bastidor conductor tiene un grusoe
separado de conductores paras cada disefio conductivo de calas
uno de los sustratos, unidndose estos conductores al sustra-
to. Cada uno de los grupos tlene interconectados los exire-
mos exteriores de cada conductor a tiras de transporte, es-
tando unidos los extremos internos libres al disefio condusti-
vo de cada sustrato. Los conductores estén también interzo-
nectados en puntos intermedios de sus extremos mediante ti-
ras soporte relativamente estrechas. ILas tiras de transpor-
te tienen porciones exteriores perforadas para su alimenta-
c¢ibén a través de diversas operaciones de tratamiento. Tanto
las tiras de transporte como las soporte son desunidas para
separar los conductores individuales antes de completarse

los circuitos integraedos acabados.

En las técnicas anteriores, frecuentemente se habla
formado una capa de oro sobre todo el bastidor conductor ne-
diante electrodeposicién o mediante deposicién no electrcliti-
ca. La finalidad de dicha cepa de oro consiste en mejorer
cualquier unidén efectuada al bastidor conductor. Segln ctras
técnicas anteriores, se formaba una capa no uniforme de cro
sobre todo el bastidor conductor, estando concentrado el es~
pesor més grande en aquellas porciones del bastidor en dcnde
ha de tener lugar la unién de la porcidén del circuito integra-
do u otro dispositivo semiconductor (vease Rackus et al.,

patente US No., 3.692,638). Puesto que las tiras de tranupor-
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te y soporte son finalmente cortadas, es conveniente que rno
exista oro sobre las mismas. Debido a que los sustratos iion
unidos a los extremos internos libres de los donductores.

Es deseable disponer una capa de 010 sobre los mismos par:
mejorar la capacidad de unién., Igualmente, y puesto que
ningdﬁ sugtrato se une al resto de los conductores, no es ne~
cesario ung capa de oro sobre los mismos. La ausencis de oro
sobre estas tiras elimina los procesos de recuperacién, custo-
gsos y consunidores de tiempo, del oro de estas tiras. Ia au~
sencia de oro de cualquier punto, excepto en donde ha de ‘;e-
ner lugar la unién del sustirato, se puede traducir en un um-
pleo eficaz muy deseable y en un shorro de oro sustencial.

Es conveniente llevar g cabo la deposicibébn pelectiva o »or
zonas sin el empleo de mAscaras de sustratos (bastidor conduc-
tor). ILa eliminacién de tales méscaras simplifica frecuente-
mente el proceso de tratamiento y elimina cualquier etapa de
reemplazamiento o limpieza de las méscarss.

Las técnicas de realzamiento de la deposicién salec-
tiva son conocidas ya en la tecnologis, en donde areas separa-
das de una superficie son electrodepositadas en una proporeién
macho més grande o realzada que las restantes areas separadas
de ung superficie son electrodepositadas en una proporciéa
muchos més grande 0 reslzada que las restantes areas que »stén
siendo simultaneamente depositadas. La patente US. No.
2.828,255, patente briténica No. 775.359, patente alemana
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No. 577.747 y patente alemana No. 850.972, contienen ejemplos
tipicos de tales técnicas. Sin embargo, y como se muestre en
las citadas patentes, la superficie a deposifiar se sumerge
en electrolito de electrodeposicién, tras lo cual se lectro~
deposita por zonas esencialmente en luger de electrodepositar-
gse selectivamente. Es convenlente lograr una lectrodeposicién
selectiva sobre areas separadas de una superficie en un espe-
sor préctico y trabajable, por ejemplo normalmente 2,54 nm,
gin electrodepositar areas adyacentes a las mismas. Esto es
una necesidad que no se logra fécilmente por inmersién de to-
da la superficie (sin enmascarar) en el electrolito de ele¢ctro-
deposicién.

Esta invencién gse relaciona con un método para ¢epo-
sitar selectivamente un area de la superficie de un sustrito
empleando un elemento dielectrico que enmasecara por contacto

g un dnodo.
El método comprende enmagscarar por contacto por 1lo

menos un slectrodo de Anodo cargado, separado de la superticie,
con un elemento dielectrico que se mantiene entre el &nodu car-
gado y la superficie, a lo largo de sus correspondientes areas
superficiales opuestas, fuera de contacto con la superficie.
La superficie esté catodicamente cargada. E1 &nodo enmascara-
do se pone en contacto con una corri=nte de elecirolito de
electrodeposicién y por lo menos una porcibén de la superficie

se pone en contacto con electrolito 30lo de la corriente de
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electrolito pare distribuir el electrolito sobre al mencs la
porcién de la superficie, incluyendo el area a depositar, para
fluir libremente electrolito sobre la misma y electrodeposi-
tar selectivamente el area.

La presente invencién se entenderé mejor haciendo
referencia a ios dibujos edjuntos en combinacién con la sgi=
guiente descripcién detalleda, en cuyos dibujos:

La figurs 1 es una vista esquemética de un sistema
de electrodeposicién segin la invencién.

La figura 2 es una vista isométrica parcial de un
elemento de enmascarado y &nodos de la figura 1.

Ta figura 3 es una viesta en seccién transversal de
un sustrato aperturado que estd electrodepositado selectiva-
mente.,

la figura 4 es una vista esquemética de un sistama
de electrodeposicién segin la invencién,

lg figura 5 es una vista isometrica de un primer
bastidor conductor, que muestra une pluralidad de conductsres
interconectados por tiras de transporte perforadas y tirss so-
porte relativamente estrechas, mostrando porciones de los
conductores que han sido electrodepositados segin esta inven-
cién.

La figurs 6 es una vista isometrica parcial de un

_elemento de enmascarado y 4nodos de la figura 1.

La figura 7 es una vista isometrica de un segundo
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bastidor conductor que muestra una pluralidad de conductores
¥y porciones de los mismos que han sido electrodepositados segin

esta invencién.

' La figura 8 es ung vista isometrica parcial de vna
pqpcién de bastidor conductor que ha sido electrodepositado
selectivamente segin esta invenciédn.

La figura 9 es una vista igometrica parcial de un
elemento de enmescarado y énodos de la figura 1.

La presente invencién ha sido descrita principa’men-
te en téminos de la electrodeposicién de oro sobre un elecmen-
to conector curvado y sobre aress seleccionadas de un bagii-
dor conductor de un circuito integrado, en donde la soluci.6n
de electrodeposicién puede fluir a trgvés de areas adyaceutes
0 bien puede bloquearse. Sin embargo, dicha desceripcién tie-
ne fines ilustratives y no limitativos. El concepto inventi-
vo descrito es igualmente aplicable al revestimiento seleutivo
de cualquier ares conductors con un metal depositable, po::
ejemplo, Cu, Pt, Ag, Ni, etc, con un depdsito que tiene cual-
quier forms ¢ configuracién, por ejemplo, manchas, lineas,
rectangulos, e&c., independientemente de si la solucién de
electrodeposicidén puede fluir o no a través del ares o sustra-
to a depositar.

Como se puede ver en la figura 1, el sistema de de-
posicién segin la invencidén incluye una cebeza de deposicién,

indicada en general en 60, que comprende un alojamiento elec-—
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tricamente aislado 61 que comprende un material dielectrico,
por ejemplo, politetrafluoretileno, cloruro de polivinilo,
ung poliimida, un poliﬁetilacrilato, polipropileno, politetra-
fluoretileno cargado con vidrio, etc. El alojemiento 61
contiene al menos un 4nodo 62, ilustrativamente una plursii-
dad de &nodos en forma de placae rectangulares. ILos é&nodcs

62 pueden comprender cualquier material conductor no corrovsi-
vo, por ejemplo, platino, titanio 6 téntalo revestido con
Platino, acero al niquel depositados con oro, ete. Los &nodos
62 estén soportados dentro del alojemiento 61 y fijos al mis-
mo por medio del elemento electricamente conductor 63, por
éjemplo pernos o cualquier otro medio edecuado.

El contacto eléctrico con los 4nodos se efectua a
través del elemento conductor 63 por medio del conductor clec-
tricor66 conectado al polo positivo de una fuente eléctrica 67,
por ejemplo un suministro de corriente o tensién continua
que puede estar impulsado si as{ se desea. Un sustrato elec-
tricamente conductor 68, destinado a ser electrodepositado
selectivemente, estd soportado por un miembro soporte 69, por
ejemplo una base dielectrica, y est4 electricamente conectado
al polo negativo de una fuente eléctrico 67 por medio de n
conductor eléctrico 71. Consecuentemente, el sustrato 68 est4
cargado catodicamente al potencial desesdo. El sustrato non-
ductor 68 puede estar soportado también sobre un miembro 30-

porte conductor 69 que funcionarf{a como un cdtodo, estand, el
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miembro 69 electricamente conectado directamente al polo ne-
gativo de la fuente 67 por cualquier medio convencional.
Igualmente, el conductor 71 puede estar fijado al alojamiento
61 @ pasar a través del mismo.

_ El elojamiento 61 constituye un componente de un
gistemg de distribucién de electrolito que, ilustrativamente,
incluye una entrada de electrolito 72 suministrada por uns
linea de alimentacién 73 que est4 conectada a una bomba cchn-
vencional 74, pror ejemplo una bomba centrifuga. En el reci-
plente 77 estd contenido un electrolito de electrodeposicién
adecuado 76, por ejemplo una solucidén que contiene clanurc de
potasio-oro, fuera de contacto con el sustrato 68. Electroli-
tos (soluciones) de electrodeposicidén de metales preciosos,
adecuados, incluyen soluciones acuosas que contienen un ion
complejo de cianuro de oro basado en cisnuro de oro=-potas:.o.
Otras soluciones de deposicidén paras metales preciosos, por
ejemplo, Pt, Pd, etc., asl{ como otros metales, por ejempln Ni,
Cu, etc, se describe en un l1ibro editado por F., A Lowenhs:im,
Modern Electropleting, John Wiley & Sons, New York, 34 Edicién
1.974. El1 electrolito 76, bombesdo desde el recipiente 77 a
la entrada 72, atraviesa una trayectoria a través de un cansl
78, cuyas paredes estan definidas por los énodos 62, que co-
nunica, en uno de los extremos, con le entrada 72 y, en su ex-
tremo opuesto, oon un'canal 0 salide 79 definido por un elemen-

to dielectrico de enmascarado 81 que contacta y enmascara a los
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fnodos 62. Deapués de abandonar el cansl de salida 79, el

electrolito straviesa una regidén que inclye un sustrato co-

todicamente cargedo 68. El electrolito 76 se recoge enton-

tes en el recipiente 77. Debe observarse que cuando la en~
trada 72 y/o cancal 78 es de una configuracidén distinta a la
del canal de salida 79, por ejemplo, circular en comparacién
con rectangular, puede emplearse un medio convencional (no
mostrado de distribucién de flujo pera distribuir uniforme-
mente el flujo de electrolito entre los canales (78,79).

Entre los &nodos 62 y sustrato catodicamente ca -
gado 68, estd mantenido, a2 lo largo de todas las superfic:.es
respectivas (supercies opuestas, es decir, superficie snédica
62(a) y porciones superficiales 80(a) de la superficie 80 del
sustrato 68), pero fuera del contacto con el sustrato 68, un
elemento dielectrico 81 que enmascara por contacto a los .jno-
dos 62, El elemento 81 comprende cualquier material elecirica-
mente aislente adecuado, incluyendo polimeros orgénicos, »ris-
tar, cerémica, etec. EL elemento 81 esté acoplado en el aloja-
miento 61 y/o &nodos 62 por cualquier medio convencional, ine
cluyendo medios adhesivos,

El elemento dielectrico 81 puede ser una parte inte-
grel del alojamiento 61 o puede comprender cualquier elerento
separado acorladc a los 4nodos G2 o enmascarando a estos {l-
timos. A easte respecto, debe indicarse recalcarse que el ele-
mento dielectrico 81 puede ser de cvalquier configuraciér en

funcién de la configuracién del electrodepdsito y del esjesor
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desendo sobre el sustrato 68. El elemento 81 enmascara a
los 4nodos 62 segin una forma deseuda, definiendo también el
canal 79 segin un modo deseado., A este reaspecto, se hace
réferepcia a la figura 2 en donde, ilustrativemente, el ele-
mento enmascarante 81 define un canal rectangular 79. El
canal 79 puede definirse en cualquier forms deseada, por
ejemplo rectengular, circular, cusdrada, romb¢idal, trape--
zoidal, etc.; ¥y no tiene porque conformar en tamafio o forma
con el érea a electrodepositar. Igualmente, puede emples:-
se un 80lo énodo y un solo elemento enmascarante o ums plura=
lidad de cads uno de ellos, con lo cuzl se forma un 80lo ¢
unag pluralidad de canales de salida que pueden definirse n
partes por el é&nodo o énodos. En adicién, el canal o cantles
de salida puede tener una orientacién variable con respecto a
una superficle catodicamente cergeda y, si se emplea una nlu-
ralidad de &nodos, los mismos pueden ser de una forma u orien~
tacién diferentes con respecto al canal de salida resultante.
Con referencis de nuevo a la figura 1, el enmasuara-
do por contacto de los é&nodos 62 por el elemento 81 es ex.ire-
mademente importante pera ia electrodeposicién de un 4rea selec
ccionada de la superficie 80 del sustrato 68 sin enmascarar la
superficie 80. Puede obtenerse una configuracién y espesor
de electrodeposicidén deseadas con una corriente de libre :luen-
cia de electrolito sobre al menos una porcién de la superiicie

80 del sustrato 68, incluyendo el ares destinada a electrde-
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positarse, ilustrativamente el area superficial curvada 8%Z.
Sin embargo, enmagcarando por.contacto los énodos 62 con el
elemento dielectrico 81 en ung forma o configuracién distinta,
es posible electrodepositar en forma de manchas, lineas, rec—
tangulos, et¢., sin enmascarar la superficie 80 del sustrsto
catodicamente cargado 68, Es esencial que el elemento enras-
carante 81 contacte con los dnodos 62 a lo lergo de cada su-
perficie de los mismo, opuestas a la superficie del sustre-
t0 destinado a ser electrodepositado selectivemente. Si es-
to no se lleva a cabo, no puede conseguirse la electrodepcsi-
cién selectiva en una configuracién degeada, sin enmascarer
primero la superficie g electrodepositar.

En ls préctica, la bomba 74 produce una corriente de
flujo continuo de electrolito 76, que se inyecta en la enira-
da 72 y entre por el canal T8, en donde la corriente de elec~
trolito contacta con los énodos 62 que estén mantenidos a un
potencial electrico deseado mediante la fuente 67, por ejemplo
normaelmente 3 a 4 voltios para depositar Au a partir de wa
solucibén de cianuro de oro-potasio. ILa corriente de electiro-
lito pasa entonces g través del canal de salida 79 e incice o
se distribuye sobre la superficie 80 del sustrato 68, inciu-
yendo el area 82 destinada a electrodepositarse, en forma de
una corriente de libre fluencia de electrolito, es decir wna
corriente de electrolito que no est4 confinada por ningin con-

torno sobre la superficie 80 del sustrato 68. El sustratc 68
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es cargado catodicamente a un potencial electrico deseadc,
por ejemplo normalmente 3 a 4 voltios para la deposicidn

de oro a partir de una solucién de cianuro de oro-potasic,
con lo cual se establece un campo electrico de deposicién
entre los &nodos 62 y la superficie 80 del sustrato cato.
dicamente cargado, a través de la corriente de libre fluen-
cia distribuida de electrolito. Ia corriente de electrolito
que contacta con los 4dnodos cargados 62 y superficie carga~
ds 80, llega a cargerse y se pasa una corriente a través del
mismo con lo cual se establece una densided de corriente den-
tro de la corriente de libre fluenciam de electrolito, que

es suficiente para que ocura la electrodeposicién sobre el

area 82 del sustrato 68.
Si no estd presente el elemento enmagcarante 8¢,

la deposicién ocurriria sobre la totalidad o la mayor parte
del sustrato 69 y no se limiteris al area superficial 82 del
mismo.

Sin embargo, & una velocidad de flujo, densidsl de
corriente y distancia de 4nodo o cdtodo, constante, el en-
mascarado selectivo por contacto de los Anodos por el elomen-
t0 81 controla la distribucién de velocidad de flujo de la cox
tiente distribuida de libre fluencia de electrolito sobre al
menos el area 82 y situa el campo electrico de deposicibia en
el area 82 con lo cugl se obtlenen unag deposicién de un per-

£il de espesor deseado sobre la misma. ELl elemento 81 afec-
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ta o controla (1) la densidad de corriente al alargar u
ocultar las lineas de corriente de fuerza del énodo 62 a

1a superficie 80 del sustrato cargado 68; (2) la distribu-
cién de la velocidad de flujo de la corriente de libre fluon-
cia de electrolito, es decir la velocidad de flujo que incl-
de sobre areas distintas de la superficie del sustrato 80

al mismo tiempo (velocidades distintas en areas diferentes en
un periodo de tiempo particular); y en ciertos casos (3) la
discontinuidad de electrolito real. El término "discontimui-
ded de electrolito" representa.que el contacto de electrolito

76 en la corriente de libre fluencia estd ausente sobre c¢iar-

tas areas de la superficie 80. Por medio de este control del

@lemento 81, el campo electrico, creado por la diferencia de
potencial entre los &nodos 62 y la superficie 80, se localiza
el area 52, con 1o cual se obtiene sobre la misma, en un en~
pesor deseado, un electrodepbsito 83, por ejemplo w depdsi-io
de Au. Naturalmente, puede ocurrir deposicién sobre otras
gregs de la superficie 80, pesro le deposicién conseguida mie
diante enmasecarado por contacto de los &nodos 62 por el ela-
mento 81 no ea uniforme, con lo que el area 82 se deposita
en un espesor deseado a una velocidad mucho més grande que la
conseguida, si fuera posible, en aquellas otras areas. Sin
embargo, debe recalcarse que la invencidn aqui descrita puede
conseguir una deposicién selectiva de areas separadas de una

superficie sin depositar areas adyacentes, siendo dicha de:o-
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glicién de un espesor précticable, por ejemplo normalmente de
2,5¢ um. Ia deposicién selectiva sobre el area 82 puede
realzarse en selectividad y propiedades de material mediarte
impulso de la corriente que pasa & través de la misma. Le
impulsacién se puede efectuar usando técnicas convencionales,
incluyendo un proceaso de deposicién por impulsos programaliles,
tal y como se describe en general en la patente USA No.
3.886.053.

El enmascarado selectivo de 4nodos 62 por el slemen~
to 81, resuliante en un canal de salids dielectrico que tiene
una cierta dimensién, ozentacién y forma, asi{ como cierta dig-
tancia dielectrico a cdtodo, depende de parametiros de depcsi~-
cibén tales como velocidad de flujo de electrolito a través
del canel) de salida 79, densidad de corriente empleasda o desea-
Aa, distancia entre el énodo y catodo, forma de los énodos,
electrolito usado e impulso de corriente, que afectarén al.
grado y/o configuracién del enmascarado para obtener una ;'ore
ma electrodepositada deseada, por ejemplo manchas o tires, ¥
la distribucién de espesor deseads del electirodeposito solre
un ares particular. A este respecto, los anteriores parerie~
tros de deposicibén y su interaccién entre los mismos son hien
conocidos en la técnica de electrodeposicidén y su intersccidn
con el grado y tipo de emmascarado a emplear para uns agpl:.ca-—
¢ién particular puede determinarse ficilmente mediante expe-

rimentacién por personas expertas en lg técnica a la vistn
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de la descripcién aqui ofrecida.

El objeto de la invencién puede usarse tembién con
las técnicas convencionales de deposicién en donde se utilize
el enmascarasdo de un sustrato deseado. A este respecto, te
hace referencis a la figura 3 en donde un sustrato apertura-
do o foreminoso 84 estd destinado a electrodepositarse selec~
tivamente sobre uns priﬁera superficie 85 y no sobre una
segunde superficie 86, ILa apertura o foremen se designa en
general por el nfmero 91. Haste el presente, con referencia
a la figura 3 (a2), la superficie 85 fué enmescarada selecti-
vamente con ung primera capa o disefio de enmascarade selec-
tivamente con uns primera caepa o disefio de enmagcarado 87, por
ejemplo una cape disefiada de foto-resistor convencional, 1ara
delinear porciones expuestas 88 de la superficie 85 destirsgda
a electrodepositarse. Se aplica una segunda caps de emmacca-
redo 89, por ejemplo una capa de fotorresistor, a la superfi-
cie 86 para evitar la electrodeposicién sobre la misma. Jn
1la figure 3(b), el sustrato 84 se somete a cualquier eleciro-
deposicibén convencionel con lo cual el depésito de metal 92
se deposita sobre las porciones 88 (figura 3(a)) de la sujer-
ficie 85 sin deposicidén sobre la superficie 86. Las capa:t de
enmascarado (87, 89) pueden separarse entonces emplesndo téc-
nicas convencionsles bien conocidas.

El objeto de la invencién elimina la necesidad ue la

capa enmascarante 89 gobre la superficie 86. Con referencia
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& la figura 3(e), s0lo se emplea capa enmascarante 87 sobre la
superficie 85 y, por lo tanto, la superficie 86 queda expresta.
El sustreto 84 se carga entonces catodicamente y se irata con
el sistema segin la invencién, tal y como se ilustra en le fi-
gura 1 y anteriormente descrito. Le electrodeposicidén solo
ocurre en las areas 88 (figure 3 (a)) de la superficie 85 para
producir el depbsito 92, Aunque el electrolito de electrcde-
posicién (76 de la figura 1) pase a través de la apertura 91
(figura 3(c), el elemento enmascarante 81 (figura 1) crea una
discontinuidad de electrolito a lo largo de la superficie 86
con lo cual la deposlcién sobre la misma no ocurres paras ur.
flujo de electrolito y una densidad de corriente constantes.
El sustrato a electrodepositer y/o el sistema dec
electrodeposicién de ests invencién puede ser movibles, pcr
cualquier medio convencional, con lo cual no es estético. De
este modo, la electrodeposiocién selectiva descrita entericr-
mente puede usarse en un proceso continuo de deposiciébn, .81
como en un proceso de deposicién por etﬁpas y repetido (etté-
tico). El sistema de electrodeposicién de la presente inven-
cién puede emplearse también para electrodepositar select:ive-
mente un sustrato continuamente en movimiento en donde se usa
una corriente impulsada, tal y como se describe en la patin-—
te US No. 3.894.918 que se incorpora aqui con fines de rere-
rencia. En adicién, y con respecto a la utilizacién de cu-
rriente impulsads dertal forma, puede emplearse una curva de
tensién para asegurar un perfil deseado de espesor del elic~

trodepbsito resultante.
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EJEMPLO 1

Con referencia a la figura 4, se utilizen
sistemas de deposicidn 95 que comprende un alojamiento ée
politetrafluoretileno 96 que tiene soportado en el mismo un
primer &nodo de placa rectangular 97 y un segundo &nodo de
placa rectangular 98, comprendiendo ambos platino y teniendo
un ancho de 0,8 cm x 7,1 cm de longitud x 3,8 cm de altura.
Ambos &nodos 97 y 98 estén conectados al lado positivo de una
Puente convencional de tensidn constante 99, por medio de
pernos conductores 101 y conductores 102, Ambos &nodos 97 y 98
estén enmascarados en toda su longitud mediante un elemento
de politetrafluoretileno 103, acoplado al alojamiento 96 por
medio de pernos y tuercas de acero inoxidable. El elemento
103 es de forma rectangular y tiene un ancho de 5,9 cm y wna
longitud de 9,70 cm con una abertura rectangulai que tiene
unas dimensiones de 7,16 cm de largo x 0,76 cm de ancho, gue
comprende al canal de salida 104. El &nodo 97 estl enmascarado
de este modo con la porcidn 103 (a) del elemento 103 que tiene
un espesor de 0,48 cm y el &nodo 98 est& enmascarado con la
porcidn 103 (b) del elemento 103 que tiene un espesor de 9,79
cm. El alojamiento 96, en el cual se encuentra situado el ele-
mento  dieléctrico 103, se encuentra a 0,08 cm aproxinada-
mente por encima de un conector 106 de cobre depositado com
niquel que tiene un &rea superficial curvada. El conector 106
tiene aberturas (no mostradas) en el interior de las cualas

se permite el paso del electrolito. El conector 106 esta
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conectado al lado negativo de la fuente de tensibén constante 99
por medio del conductor 107 y estl soportado en una base ce
politetrafluoretileno 108.

El término del canal de salida rectangw.ar
104, similar al ilustrado en la figura 2 (canal de salida 79),
formado por el demento dieléctrico 103, se encuentra anguwl.ado
en sentido contrario a las agujas del reloj en aproximadanente
62 con respecto al eje horizontal del conector 106, Las d:imen-
siones del canal de salida 104 no corresponden a un &rea 109
del conector 106 conveniente para la deposicidn, sino que cons-
tituye una tira de 0,61 cm de ancho por 7,16 cm de largo.

Una bomba centrifuga de polipropileno cunven-
cional 110 se activa para producir una corriente de flujo con~
tinuo de electrolito 111, la cual pasa a través de una liiea
de alimentacidn 112, se inyecta a través de una entrada 113
sobre una placa distribuidora de £flujo de politetrafluworecileno
115 al interior del camal 114 (7,16 cm de longitud por 0,39 de
ancho por 3,8 cm de altura) formado por 1os nfmmeros 97 y 8.

La placa distribuidora de flujo 115 asegura la distribucidn
uniforme para la corriente de electrolito 111 por la entrada
circular 113 a través del canal 114 al camal de salida rectan-
gular 104. El electrolito 111 comprende una solucidén acucsa a
base de 32 g/litro de solucidn de KAu(CN), y 1,000 partes por
milldén de citrato de cobalto. Para asegurar una densidad de la
solucién de 182 Bawmé se afiaden 45 g por litro de solucidr de
dihidrogenofosfato de potasio y suficiente KOH y &cido citrico.
El electrolito 111 se mantiene en todo momento a un pH de 3,5

a 5,5 aproximadamente y a una temperatura de 65 a 752C. La co-
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rriente de electrolito pasa a través del canal 114, se pone
en contacto con los &nodos 97 y 98 que tienen una tensida de
aproximadamente 3 a 4 voltios. La corriente de electrolito
pasa entonces desde el canal de salida 104, a una velocidad

de 425 ml/segundo, y se distribuye como una corriente de libre
fluencia de electrolito sobre la superficie 116 del conector
106, incluyendo el &rea 109 del mismo. El conector 106 se
carga negativamente a 3-4 voltios aproximadamente y es compac-
tado por el electrolito solo de la corriente de libre flaen=-
cla. La corriente de electrolito que entra en contacto con
los &nodos 97 y 98 y superficie cargada 116, llega a cargarse
y se pasa una corriente por toda la misma con 10 cual se esta-
blece en ella una densidad de corriente de 0,597 amperios/cma.
Después de unos 15 segundos, se electrodeposita un depdsito

de oro de 2,54 /um de espesor solo en el 4rea 109 del cosector
97. No existe deposicidn alguna sobre la superficie 117 lel
conector 106, debido a la discontinuidad de electrolito inclue
so a través del electrolito pasado por el conector 16 por via
de las aberturas (no mostradas).

EJEMPLO 2

A. Se repite el procedimiento del ejemplo 1
excepto que la corriente establecida dentro del electrolito
de electrodeposicién es impulsada, empleando una técnica con-
vencional, en una forma de onda rectangular que tiene una co-
rriente de trabajo de 0,1 milisegundos y un descanso de 1 mili
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segundo. La densidad de corriente dentro de la corriente
libre de electrolito distribuida es de 0,215 amperios/cm?.

Se obtiene un depbsito de oro de 2,54./um de espesor utiii=~
zando 0,5 amperios-minuto de electricidad total. No existe
deposicibén alguna sobre la superficie 117 del conector 106,
La deposicidn con impulso mejora la selectividad del depdsito.

Be Se repite el procedimiento del ejemplLo
2-A con una densidad de corriente de 0,572 amperios/cm?. Se
obtienen practicamente los mismos resultados.

EJEMPLO 3

Con referencia a la figura 5, se muestra un
bastidor o estructura conductora 120 destinada para su wiidn
a una porcibén de circuito integrado y sobre la cual se lleva
a cabo la electrodeposicidén selectiva. El bastidor 120 tiene
un grupo de conductores 121 que tienen extremos exteriores
interconectados a tiras soporte exteriores 122 y que también
tiene extremos libres centralmente localizados. Los conductore.
121 estén también interconectados por tiras soporte interme-
dias, relativamente estrechas, 123. Los extremos de las tiras
soporte 122 y 123 estén unidos a tiras vehiculo 124. Las per-
foraciones 126 estén formadas en las tiras de transporte 124
para permitir que el bastidor 120 sea convenientemente maneja-
do y alimentado automaticamente a diversos equipos auxiliares
de tratamiento. El bastidor conductor 120 es estampado a par-
tir de una l4mina de cobre (conm trazas de plata del ordea de
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0,375 g/kg) con un espesor de 25 x 1073

cme El bastidor de
cobre 120 se pre-~deposita en una capa de niquel, con un :spe-
sor aproximado de 0,381 a 0,762 mm, para evitar la difusidn
del cobre en la capa de oro destinada a ser electrodepositada

sobre el mismo.

Se electrodeposita una capa en manchas 127
de oro sobre la superficie de cada uno de los extremos libres
de los conductores 121 del bastidor 120, Estas superficiss,
consideradas en grupo, tienen la configuracibén de un hrea
circular de una mancha 128, Dos de 1los doce bastidores 120
Formados en una tira que tiene una 1ongitud global de aproxie
madamente 25,4 cm, se depositan con oro para cubrir un frea
circular 128 teniendo cada uno de ellos un difmetro de c,58 cm
del siguiente modo. ‘

Se utiliza el aparato ilustrado en la figu-
ra 1 empleando un alojamiento de politetrafluoretileno €1 que
tiene dos anodos de placa rectangular de titanio revestido
con platino, 62. Los &nodos 62 son de 0,32 cm de ancho y tie-
nen una longitud igual a la longitud de la tira que comprende
los 12 bastidores 120 (25,4 cm) y una altura de 2,5 cm, El
elemento de enmascarado 81 comprende una lémina de politetra-
fluoretileno de 0,51 cm de espesor que tiene una longitud de
25,4 cm x 9,1 cm de ancho, estando acoplado al alojamiento 61
por medio de tuercas y pernos de acero inoxidable y recubre
a toda la longitud de cada &nodo 62, Como se muestra en la
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figura 6, el elemento 81 tiene dos aberturas circulares cle
0,51 cm de difimetro a través de las cuales se definen dos
canales de salida 79 correspondiendo cada eje central de

los mismos al eje central respectivo de cada una de dos man=-
chas adyacentes 128 y estando separados en 2,11 cm. El ele~
mento dieléctrico 81 est& alineado y colocado a 0,32 cm por
encima de la tira que comprende los bastidores 120 (cargada

catodicamente).

Con referencia de nuevo a la figura 1, "mna
bomba centrifuga de polipropileno 74 es activada para produ-
cir una corriente de flujo continuo de electrolito 76 que
comprende una solucién acuosa a base de 32 g/litro de solu=
cibén de KAu(GN)2, 0,8 partes por millbén de citrato de plomo
¥y 50 g/litro de solucidn de citrato aménico, Se aflade suli-
ciente hidréxido potlsico y sulfato amdnico para dar una so-
lucibn con una densidad de 182 Baumé, La solucibén resultinte
se mantiene en todo momento a un pH de 4 y a una temperacura
de 652C. La corriente de electrolita se inyecta a través de 1:
entrada 72 al interior del canal 78 (25,4 cm de longitud x
0,71 cm de ancho x 2,5 cm de altura) formado por los &noios
62, La corriente de electrolito pasa a través del canal 78,
compactando con los &nodos 62 que tienen un voltaje de 3 a 4
voltios cuya tensibén es suministrada por una fuente de ten~
sidn constante convencional 67. La corriente de electrolito
se descarga de cada canal de salida 79 (figura 6) a una velo-
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cidad de aproximadamente 50 ml/segundo, en forma de una co-
rriente de libre fluencia, y se distribuye sobre un amptio
&rea de la tira que comprende los bastidores conductores 120
(figura 5), incluyendo las &reas 128 de los dos bastidopes 12¢(
a depositar. La tira que comprende los bastidores conductores
120 ha sido cargada negativamente (3 a 4 voltios). La corrien
te de electrolito que entra en contacto con los &nodos 62 y
tira cargada de los bastidores 120, llega a cargarse y se
pasa a una corriente a través de la misma con lo cual se es-
tablece en ella una densidad de corriente de por lo memds
0,538 amperios/cm?. Después de 5 segundos, se obtiene un depd
sito de oro de 2,54 /um de espesor sobre cada uno de los ex-
tremos libres de los conductores 121 de los dos bastidores
120 a depositar, cuya superficies, consideradas como un grupo
comprenden una mancha 128 sobre cada bastidor 120 (figura 5).

No se produce deposicidén alguna sobre el lad
inferior de cada bastidor conductor 120 (figura 5) (deposita~-
do y sin depositar), excepto en los extremos libres de los
conductores 121, contenidos en la tira tratada, inclusc aun=
que el electrolito pase a través de las aberturas alli pre-
sentes. El elemento enmascarante 81 (figuras 1 y 6) cortrola
la distribucidén de la velocidad de flujo existiendo con ello
una discontinuidad real de electrolito sobre el lado inferiox
de cada bastidor conductor, excepto en los extremos litres de
los conductores depositados 121, evitando con ello la clec-
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trodeposicidn sobre los mismos.

EJEMPLO 4

Se repite el procedimiento del ejemplo 3 ex—
cepto que se interconectan seis bastidores conductores 120
(figura 5) a una tira a depositar que comprende seis maachas
o &reas 128 (figura 5) separadas entre si en 2,11 cm. Los
&nodos tienen una longitud de 25,4 c¢m y el elemento dieléc-
trico empleado para emmascaray el &nodo a lo largo de tida
su longitud tiene una abertura de 0,51 cm de didmetro por
cada area 128 (figura 5) de la tira, definiendo con ello seis
canales de salida circulares separados entre sf en 2,11 om,
de centro a centro. La deposicibn selectiva se consigue de
nuevo con el ejemplo 2 sin necesidad de enmascarar selectiva-
mente la tira catodicamente cargada de seis bastidores conduc
tores 120. Igualmente, la deposicibn se reduce al minim> sobr
el lado inferior de la tira que comprende la pluralidad de

bastidores conductores 120.

EMPLO 5

Con referencia a la figura 7, se muestra un
bastidor conductor 130 sobre el cual se lleva a cabo una elec
trodeposicidn selectiva. El bastidor 130 tiene un grupo de
conductores 131 que estan unidos a tiras de transporte 132 y
133. La perforacibén 134 se forma en la tira de transporte 133
para permitir la manipulacibén conveniente del bastidor 130 y
su alimentacidn automética a diversos equipos de tratamiento.
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El bastidor conductor 130 est4 estampado a partir de une
lémina de niquel de un espesor aproximado de 25 x 1073 CMe

Se electrodeposita una capa en mancha <e ore
sobre la superficie de cada uno de los conductos 131 del bas-
tidor 130. Estas superficies, consideradas como un grupc,
tienen la configuracidn de un 4rea circular o mancha 136.
Siete bastidores 130 formados en una tira, que tiene una lon-
gitud de aproximadamente 7,6 cm, se depositan con oro para cu
brir un area circular 136 que tiene un difmetro de 0,51 cm,
en la forma descrita en el ejemplo 3 anteriox.

Con referencia a la figura 1, el elemento

- enmascarante 81 utilizado tiene siete canales de salida rece

tangulares 79 que son de 0,20 cm de ancho por 0,71 cm de lar~
go ¥ que tienen una separacidn de centro a centro de 0,79 cm
entre canales adyacentes 79. El elemento dieléctrico 81 que
enmascara a los anodos 62 tiene un espesor de 0,32 cm x 7,1
cm de longitud x 5,1 om de ancho. El canal anbdico 78 tiene
un ancho de 1 cm y los &nodos 62 tienen un ancho de 0,64 cm
x 9,1 cm de longitud x 2,5 cm de altura. El electrolito de
electrodeposicidn 76 tiene una velocidad de flujo a través
de los canales de salida 79 de 166 ml/segundo y una densidad

de corriente de>0,538 amperios/cm? aproximadamente.

El elemento emmascarante 81 (figura 1) esti
alineado con la tira que comprende los bastidores 130, con
lo cual el eje central de cada canal rectangular 79 corres-
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bonde con el eje central respectivo de cada mancha 136 (figu-

‘ra 7) con la cual estd alineado. El elemento emmascarante 81,

que enmascara por contacto a los &modos 62, se mantiene en~
tonces a 0,32 cm por encima de la tira que comprende los 7
bastidores 130. Un &rea redonda o mancha 136 (figura 7) de
0,51 cm de difmetro, se deposita con oro con 1o cual los con-
ductores 131 tienen un depbsito de 2,5{7um de espesor, des-

pués de 5 segundos.

BJEMPLO 6

Con referencia a la figura 8, se muestra una
porcidén de un bastidor conductor 140 sobre el cual se lleva
a cabo una electrodeposicidn selectiva, El bastidor 140 esté
estampado a partir de una lamina de cobre que tiene un cspe-
sor aproximado de 25 x 10'3 om. La perforacién 141 se forma er
el bastidor 140 para permitir que dicho bastidor sea manipula-
do convenientemente y alimentado automaticamente a diversos
equipos de tratamiento. Un &rea separada 142 del bastidor 140
se electrodeposita con oro. El &rea 142 es de forma ovalada
y las &reas adyacentes 143 no estén abiertas para evita: con
ello el flujo de cualquier electrolito de electrodeposicién .
dirigido al &rea 142. Igualmente, las &reas circulares sepa-
radas 145 son electrodepositadas con oro.

Se depositan con oro 14 bastidores 140, for-
mados en wna tira, que tiene una longitud de 17,46 cm aproxi-
madamente, para cubrir el &rea ovalada 142 que tiene una lon-
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gitud de 0,32 cm aproximadamente x 0,24 cm de ancho, en la
forma descrita en el ejemplo 3 anterioxre.

Con referencia a la figura 9, el elemerto
enmascarante 81 utilizado tiene 14 juegos 144 de canales de
salida. Cada juego 144 de canales de salida comprende cinco
aberturas 146, 147, 148, 149 y 151. Las aberturas 146, 147 y

148 tienen un diimetro de 0,10 cm y est&n separas entre si,

de centro a centro, en 0,216 cm. La abertura 149 tiene un
dilmetro de 0,165 cm y estl separada en 0,089 cm (de centro
a centro) hacia la derecha y en 0,297 cm (de centro a centro)
por debajo de la abertura 147. La abertura 151 tiene un dié-
metro de 0,10 cm y estd separada en 0,127 cm (de centro a
centro) hacia la izquierda de la abertura y en 0,127 cm (de
centro a centro) por'debajo de la abertura 149, Las abezturas
adyacentes 149 estin separadas entre si en 1,27 cm (de centro
a centro). El centro de la abertura 149 esti separada en un
centimetro del eje horizontal (linea central) del elemeito
dieléctrico 81 y en 0,89 cm del eje vertical.

_ El elemento dieléctrico 81 que emmascara a
los &nodos 62 es de 0,64 cm de espesor por 3,81 cm de aticho
por 2,16 cm de longitud. Los &nodos 62 son de 21,6 cm pcr 1,2
cm de ancho por 1,29 cm de altura. La separacién de &noco a
&nodo es de 1,27 cm.

El electrolito de electrodeposicidn 76 tiene
una velocidad de flujo a través de cada juego 144 superior a
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133 ml/segundo y una densidad de corriente comprendida enire
0,538 y 1,076 amperios/cm?;

El elemento enmascarante 81 (figura 1) estd
alineado con el eje central de cada &rea 142 (figura 8) con
lo cual el eje central de cada juego 144 (figura 9) corres—
ponde al mismo, El elemento enmascarante 81, que emmascara por
contacto a 1los &nodos 62, se mantiene entonces a 0,32 cm por
encima de la tira que comprende los 14 bastidores 140. Se
obtiene un depdsito ovalado de 2,54/um de espesor que corres—
ponde al &rea 142 (figura 8) mediante contacto del electrolito
que pasa a través de las aberturas 149 y 151, Se obtiene un
depdsito circular de 2,5f/um de espesor, que corresponde al
&rea 145, mediante contacto de electrolito de las abertwras

146, 147 y 148,

Descrita suficientemente la naturaleza del
invento, asi como la manera de realizarse en la préctica, de-
be hacerse constar que las disposiciones anteriormente ir-
dicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en
cuando no alteren su principio fundamental,
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REIVINDICACIONES

1.~ Procedimiento de electrodeposicidn d: -
al menos un &rea seleccionada de una superficie conductora,
empleando una corriente de un electrolito, que comprende dis-
poner al menos un electrodo anddico y una superficie condice
tora a depositar en una relacidén espaciada entre sf, poner en
contacto en sucesidn al menos el citado electrodo anbdico y

al menos un &rea de la superficie conductora a depositar, con

una. corriente de electrolito de electrodeposiéién, y estable-
cer una diferencia de potencial entre el &nodo y la superiiicie
conductora, suficiente para electrodepositar selectivamenie

al menos el citado &rea de la superficie conductora; carac=-
terizado porque comprende interponer un elemento dieléctrico
entre al menos un electrodo .anddico y la superficie conduc-
tora, estando el elemento dieléctrico en contacto inmediato

y enmascarante con la totalidad de la superficie de al menos
un electrodo anbdico que encara con la superficie conductora
y fuera de contacto con la superficie conductora para perni-
tir que el electrolito fluya libremente por encima y fuera de
al menos un &rea de 1la superficie conductora; y seleccionur
wna configuracién adecuada del elemento dieléctrico para con-
trolar las lineas de distribucibn de corriente entre al menos
un electrodo anbddico y la superficie conductora y, simulta-
neamente, para controlar la distribucién de la corriente de
electrolito sobre la superficie conductora, de tal
forma que se electrodeposite solamente al menos un irea solec~
cionada de la superficie conductora.

2.~ Procedimiento segim la reivindicacibn 1,
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caracterizado porque comprende pasar dicha corriente de elec
trolito desde al menos un electrodo anédico a la superficie
conductora, a través de por lo menos un canal definido por

el citado elemento dieléctrico.
3.= Procedimiento segln la reivindicaciéng, carac

terizado porque comprende definir el citado canal proporcio-
nando al menos una abertura en aquella porcidén de elemento
dieléctrico que no esti en contacto inmediato con el al

menos electrodo anddico.

4.~ Procedimiento segfin la reivindicacién 2 § 3
caracterizado porque comprende preseleccionar la dimensidn
en seccibén transversal del citado canal como minimo par:. que

corresponda sustancialmente con el &rea a electrodepositar.

5.~ Procedimiento segin la reivindicacifn 3, carac
terizado porque comprende preseleccionar la dimensibén en sec-
cidn transversal de al menos dos aberturas y su disposicidn
una con respecto a la otra, para controlar el tamafio y confi-

guracidn de un &rea a depositar.

6o= Procedimiento segiin cualquiera de las rei
dicaciones 1 a 4, caracterizado porque se proporciona uni plu-
ralidad de aberturas en el elemento dieléctrico en aquella
porcibn del mismo que no esti en inmediato contacto con al
menos un electrodo, correspondiendo cada abertura a un irea
seleccionada a electrodepositarse

7.= Procedimiento seglin cualquiera de las pei
dicaciones anteriores, caracterizado porque el control de la

distribucibébn de corriente se efectua parcialmente seleccio=-
nando dimensiones fisicas del elemento dieléctrico, tal como

la altura.
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8.~- Procedimiento segin la reivindicacibén 7,
caracterizado porque se hace que al menos una porcién del ele-
mento dieléctrico difiera en altura con respecto a por lo me-
nos otra porcibn.

9.~ Procedimiento segfn cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se impulsa
la corriente que pasa dentro del electroclito.

10.~ Procedimiento de electrodeposicién de al
menos un &rea seleccionada de una superficie conductora, tal y
como queda sustancialmente descrito en la presente Memoria, e
ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de 31 hojas escritas &
miquina por uma sola cara.

Madrid, 7 9 LT g7

WESTER ELECTRIC COMPANY INCORPORATED.
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